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A. A. LITWIN, I. E. MARONCZUK, J. G. PUCHÓW: OsobliwoSci wzrostu warstw epitaksjalnych z ograni-
czonej objftoSci roztworu ciekłego. 

Na przykładzie otrzymywania warstw epitaksjalnych fosforku galu z roztworu fosforu w galu przedstaw ionoosobliwoSc i 
procesu krystalizacji z ograniczonej objętoici roztworu ciekłego. Przytoczono teoretyczne i eksperymentalne 
wyniki badań oddziaływania prędkoSci zmian koncentracji fosforu w roztworze i odległości między podłożami, 
na prfdkoSć wzrostu warstw epitaksjalnych. 

W. JAKUBICKI: Wzrost kryształów profilowanych z fazy ciekłej. 

Omówiono mełody wzrostu z fazy ciekłej profilowanych monokryształów szafirowych, germanowych i krzemo-
wych. Opisano szczegółowo metodę Stepanova oraz metodę EFG, dla której podano także podstawowe założe-
nia teoretyczne. W końcowej częici dokonano analizy obecnego stanu zagadnienia oraz poddano ocenie jokoSć 
otrzymywanych dotychczas monokrystalicznych taim krzemowych. 

T. DROŻDŻ, A. GRODZIŃSKI: Wpływ temperatury i czasu spiekania warstwy metalicznej W-Mn na strukturę 
i własnoici wytrzymałościowe złqcz ceramika-metal. 

Zbadano wpływ temperatury i czasu spiekania warstwy metalicznej W-Mn na strukturę i własności wytrzymałoś-
ciowe złqcz ceramika alundowa-metal. Określono parametry spiekania warstwy metalicznej, dla których 
wytrzymałość złqcz jest największa. 

T. TURSKI: Pomiar ruchliwości dryftowej nośników ładunku w fotoczułych dielektrykach 

W pracy opisano konstrukcję zestawu pomiarowego do mierzenia ruchliwości dryftowej nośników ładunku w foto-
czułych dielektrykach, charakteryzujących się duiq opornością właściwą i małq ruchliwością dryftową. 
Przedstawiono metodykę pomiarów. 

T, TURSKI: Impulsowy laser azotowy do badania ruchliwości dryftowej nośników ładunków w dielektrykach 
i półprzewodnikach 

Opisano konstrukcję i zasadę działania impulsowego lasera azotowego emitującego ̂ 10 ns impuls świata mono-
chromatycznego o długości fali 337,1 nm. Zastosowanie szerokiej gamy barwników umożliwia zmianę długości 
fdli. 

E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, A. LACHOWSKI: Krzemowe warstwy epitaksjalne o grubości powyżej 'iX)jm 

Omówiono problemy technologiczne związane z otrzymywaniem warstw epitaksjalnych o grubości do 100 m î. 
Przedstawiono ocetię peifekcji strukturalnej otrzymanych warstw oraz wyniki pomiarów parametrów elektrycznych. 
Grube warstwy epitaksjalne mogą być stosowane w produkcji półprzewodnikowych przyrządów mocy. 

B. łAZOWY: Chemiczne trawienie płytek krzemu w mieszaninie HNO^-HF-CHgCOOH 

W artykule omówiono trawienie płytek krzemu w mieszaninach HNO^-HF-CH^COOK o różnych stosunkach 

składników. Przedstawiono i porównano wyniki procesów trawienia dla różnych stosunków ilości mieszaniny 
do ilości trawionego materiału. 
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A. A. JIHTBHH, H. E. MAPOIWK, K). T. lïXOB: OcoÖeHHOCTH BupaiiuiBaHiiH siunaKOHaaLHux wiees us 
orpaïuiieHHoro ocSŁeua pacTBopa-pacimaïa. 

Ha npHuepe nojiy^eMfl snniaKOHaaLHux aïoes $oc$Haa raJUiM 13 paciBopa $oc$opa b paciuiase raraa« 
paccHOipeHu ocoSeHBOcia npouecca Kpii:ia;uui3amui h3 orpaHHieBHoro pactBopa-paciuaBa. npiBeaeHu 
leopeiaqecKae x 3KcnepuieHiaJi£Hue pesyjiBiaTU accJiesoBaBifl bjihahbh CKopocTi HauełieHiifl KOĤ eHTpa-
UHH {̂ oc^pa B pacniase h npouexyTKa lesAy noAnosKam Ha CKOPOCTB pocia anaiaKCHaABHux cjioeB. 
yciaBOBJieBO, iio b saBacniocia oi napaiiexpoB npouecca supamsaBiii pocT cJioeB uoiei npovcxoAXTB 
B ycJioBHflx KBasipaBHOBecHOtt H roHoreiHoH KpHciaJU»3aiuu lui noA saiiiuieu rpasiTamoHBOro nojm 
B paciuiaBB. noKasaiio bjuuhhs ycJioBvtt KpiCTaJUUsaïQiH Ha KaieciBO aiuiaKciaiBHUx cJioeB $oc$H4a 
raaivfl. 

B. flKÏMmffl: BbipamBaMe npojminpoBaîHX MOHOKpaciajuioB aa paciuiaBa. 

B cTaTBa npesciasJieHu ue iow BupanuiBiHaa npô iuiaposanux Kpicia^uios Kpeiuuifl, repiiaHHfl a canfiipa 
H3 paoïuiaBa. rioapoöHO onacaHU ueioau CienaHOBa H 3$r. Äns Heioflu 3$r npHBeseHH TeopeTHqeoioie 
ocHOBauafl. nposeseu auajiia aKiyajiBHoro cociosHOfl npesciaBJieHHOtt npoSneioi, a laKze npHseaeuo 
pe3yjiBTaTU HocJieaoBaïuw KaieoTBa nojiŷ ieHHHX KpaoMJumaoKHX jisht kpomhhh. 

T. aPOSflï, A. rPOflSaHCKH: Bjibhhhb leMnepaiypu a Bpeueaa cneKaHHH MeTajuiaiecKoro caoH v;-i,ji 
Ha cipyKiypy a MexaHBiecKae CBOKciBa coeaaHeHatt KepauHKa-ueiaaji 

HccaaflOBaHO BJiHHHae xaiinepaiypH a BpeMBHa cneKaHan MeiaaJiaiacKoro «ioh vwn Ha cipyKiypy a ue-
xaHaqecKHB cBoKciBa coeaBnenaa KepauiKa-Maiajui. OnpeaeaeHO napaiieipu oneKaBan HeiaJuiHqecKoro 
cjiofl, flJiH KOTopux MexaHMweoKHS cBoHciBa canne ayMmae. 

T. TyPCKH: HsMepenHe apa$TOBO0 noaBBKHOciH HocHTe;ieß 3apnAa b $0T0<iyBCTBMienBHiix auaJieKTpnKax. 

OnHcaHO KOHOipyKuaiû asuepaTeaBHoro cooTasa äjih nocjieaoBaHaít apafTOBOß noasHKHOcia HOCHTeneß 
aapaaa b 5oioiyBCTBaTe;iŁHux aaaaaKipaKax c OonBiuBM yaejiBaua conpoTaBJieHMeM a hmskoH apajTOBoK 
noaBHïUiociBii. npasaaeua ueioaaKa aaMepenaß. 

T. TyPCKH: HunysBOHHfl asoTHH« aaaep «jih MccaeaosaHHH apaiîTOBoro aBasenaa HocaTean aapnaa 
B SBaneKTpuKax h noaynpoBoaBBKax. 

OnHcaHo KOHCTpyKoaio a npaHuan aeßcTBBH aunyaicHoro aaoTHoro Jiaaapa, Koiopuß suaTyei ć 10 hc 
HunyjiŁc uoHoxpouaTâ ecKô o oBeia o jaMHOß bojihu 337,1 hm. npmieHeHHe mapoKOß rajuiu Kpaoaieaeß 
aeaaei aoaMOHUHM nepeueBy aJuiHU bobhu. 

3. HOCCAiîEBCKA-OPJIOBCKA, A. JAXOBCKH: SnBTaKcaaaBHtie lUëHKa KpeuHMfl loanuiHOß cBbime 30 MKM 

npeaoiaBaem lexBonoraieoKae npoÖJieuu BOSHaKanuaa npa BupamaBaHaa snaTaKcuajiBHHx luienoK 
KpeuHBH ToamaHoß ao 100 mkm. PacoMaipaBaeicH OTpyKTypHoe ooBepmeHCTBO a pesyatTaiH asMepeHMß 
anaiaKcaaaBHMx napaMeipoB noaŷ aHux naeHOK. Toaciue snaiaKcaaJiLHue naëHKii woryi npaMeHHTca 
B npoasBoacBe noaynpoBoaHKKOBbix mô hux npaSopoB. 

'¿. JIASGBU: Xi.MaqecKoe ipaBaenae naacTBH KpeMHan b cMeca aiOj-jnf-CH^coüi! 

B cTaiBe onacaH «eioa ipaBaeaan luiaoTMH KpeuHaa b ombcax íBíO -̂iaí-CHjOoOH npa paaaaiHOM cooiho-
ineaiia KOMnoneBTOB. IlpeacTaBaaHu peayaBiaiu npoueccoB ipaBaenaa aan paaaaïHux cooiHoiueHaß kohh-
ijeoTBa cMeoH k Koaaiecisy ipaBaasaHHoro uaTepaaaa. 
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A. A. LITWIN, I. E. MARONCZUK, J. G. PUCHÓW: Peculiarifies of the growth of epitaxial layers from 
limited volume of liquid solution. 

Peculiaritiesofcrystalization process from limited volume of liquid solution were described on the example of 
receiving galium phosphide epitaxial layers from phosphorus solution in galium. Theoretical and experimental 
Ivestigations results as the influence of change rate of phosphorus concentration in solution and distance between 
the substrates on the growth of the epitaxial layers were also given. 

W. JAKUBICKI: Single crystals growth by EFG method from liquid phase. 

Methods of growth of controlled profile sapphire, germanium and silicon crystals from the melt are discused. The 
Steponov and EFG techniques ore described in detail, explaining the basic theory and discussing the effect of 
the growth processun the crystal morfology. Finally, the problem of quality of silicon ribbons grown by EFG 
technique is reported. 

T. DROŻDŻ, A. GRODZlKlSKI: Influence of temperature and sintering time strenght of W-Mn metallic layer 
on structure and strength properties of ceramic-metal seal. 

Influence of temperature and sintering time on structure and strength properties of alundum ceramic-meta I saal 
was investigated. Sintering parameters of metallic layer were determined to obtain the maximum strength of 
ceramic-metal seal. 

T. TURSKI: Drift mobility of charge carriersin photosensitive dielectrics measurement. 

The apporatus for the drift mobility measurement of charge carriers in photosensitive dielectrics, of high specific 
resistance and low drift mobility has been described. The meosurement method has been discusâ d. 

T. TURSKI: An impulse nitrogen laser for an examitation of charge carriers drift mobility in dielectrics and 
semiconductors. 
A construction and an operation principle of the nitrogen laser emitting the ^ 10 ns impulses of 337,1 nm 
wavelength monochromatic light is described. The wide range of applicability of dyes allows the wavelength 
change. 

E. NOSSARZEWSKA-ORŁOWSKA, A. LACHOWSKI: Silicon epitaxial layers of thickness above 20 ^m. 

The technical problems of growing silicon epitaxial layers up to 100 ^m thickness ore presented. The results of 
elektrical parameters measurements and estimation of structurol perfection ore presented. Thick epitaxial layers 
can be used for a semiconductor power device production. 

B. ŁAZOWY: Chemical etching of silicon wafers in a HNOg-HF-CH^COOH mixture. 
Silicon wofers etching in HNOg-HF-CH^COOH mixtures of varying component proportions is described. 

Results of the etching process for different relations of the mixture volume to the etched material amount are 
presented and compored. 

http://rcin.org.pl



ñfí m x&M 
' W ' : 
Hf 

. S' 

1, " ii 

I .V' 
' 

Ifplli:. 

f 

-t 

iäl. > 

t í 

I . , " 

http://rcin.org.pl



SYMPOZJA - KONFERENCJE - SEMINARIA 

KRAJOWE 

9-12 iX - w Świebodzinie odbyła się konferencja nt. obróbki cieplnej. Uczestniczył w niej K. Wolski. 

11-19 IX - w Warszawie w Instytucie Chemii Fizycznej zorganizowano II Konferencję Kolorymotrii i Analizy. 
Uczestniczyli w niej: T. Drożdż, A. Grodziński, W. Vieth, ktćrzy wygłosili następujące referaty: "Wyznacza-
nie metodą termicznej analizy różnicowej energii aktywacji procesu krystalizacji fazy szklistej w układzie 
HgO-AIjCj-SiO-z katalizatorem TiOj", "Badonie roztworów nematycznych ciekłych kryształów metodą ter-
micznej analizy różnicowej". 

27 IX-2 X - w Baronowie Sandomierskim odbyło się II Sympozjum Metalurgii Proszków. Uczestniczyli w nim: 
M. Lejbrondt, A. Gładki, E. Kulesza i M. Rutkowska. Wygłoszono następujące referaty: "Spiekanie molib-
denu z dodatkiem niklu o różnej wielkoici cząstek" - M, Lejbrand, "Zmiano wielkoici czcptek gruboziarnistego 
proszku Mo w procesie prasowania - A. Gładki. 

4-8 X - we Władysławowie odbyła się V Krajowa Konferencja Spektroanalityczno. Uczestniczyli w niej: 
J. Bukowski, T. ChruScińsko, H. Ekart oraz W. Sokołowska, która wygłosiła referat pt: "Wpływ składu atmo-
sfery no parowanie pierwiastków w matrycy grafitowej". 

8-10 XI - w Cetniewie odbyło się Sympozjum Ceramiczne. Uczestniczyli w nim: A, Szymański, A. Bień, 
E. Radziszewsko-Kępko, J. Kulińska, W. WłosińskI, B. Maliszewski, W. Olesińska, E. Prela, J. Małecki. 

14-17 XI - w Jabłonnie odbyła się Konferencja nt, "Zastosowanie polimerów w elektronice i elektrotechnice". 
Uczestniczył w niej J, Nowacki, 

7-9 XII - w Rzeszowie zorganizowano XVII Giełdę Postępu Technicznego. Uczestniczyli w niej J. Nowok 
i J, Grabowski, 

12-14 XII - odbyła się Konferencja nt, "Obróbka materiałów niemetalowych". Uczestniczył w niej 
L, Kociszewski, 

ZAGRANICZNE 

9-11 V - w Monachium /'RFN/ odbyło się Seminarium zoroonizowane przez f-mę Physical Electronics Industries 
nt. badań powierzchni materiałów w problemach naukowych I technologicznych. Uczestniczyła w nim 
M. Pawłowska. 

25-31 V - w Rimini /Włochy/odbyła się Międzynarodowa Konferencja nt. "Nowoczesne technologie w cera-
mice", Uczestniczyli w niej H, Rutkowska i W, WłosińskI. 

15-18 VI - w Pittsburgu /USA/odbyła się Konferencja "Joint MMM-INTERMAG Conference", Uczestniczył 
w niej R, Wadas, 

11 IX - w Zurlchu /Szwajcaria/ odbyła się I Europejska Konferencja nt. wzrostu kryształów. Uczestniczyli 
w nim: B, Jakowlew I W, Jeske, którzy wygłosili referat pt. "Badania porównawcze defektu typu "swirls" 
w monokryształach otrzymanych metodą Czochrolsklego I metodą beztyglowego topnienia strefowego". 

22 XI - w Paryżu /Francja/ odbyło się Międzynarodowe Kolokwium nt, "Materiały I technologie dla mikro-
elektroniki - najnowsze osiągnięcia". Uczestniczyli w nim K. Nowysz i M. Chylińska. 

24 XI - w Monachium /RFN/odbyła się Konferencja nt, "Lutowanie i spawanie w elektronice". Uczestniczył 
w niej J. Romer, 
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INFORMACJA DLA AUTORÓW 

W celu ułatwienia prac redalccyjnych związanych z przygotowaniem materiału do druku redakcjo prosi Autorów 
o przestrzeganie podanych niiej wskazówek; 

1. Objftoici artykułów w zasadzie nie powinny przekraczać 10-15 stron maszynopisu. 

2. Artykuły powinny być napisane na pojedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie z interlinią /co drugi 
wiersz/, z marginesem 3,5 cm z lewej strony, dużą czcionką. No arkuszu nie powinno być więcej niż 31 
wierszy po 65 znaków. Wszystkie strony powinny być numerowane, 

3. Na marginesie tekstu należy zaznaczyć miejsca, w których powinny być umieszczone rysunki i tabele. 

4. Wszystkie tabele i zestawienia /unikać zbyt dużych/należy wykonywać osobno /nie w maszynopisie całego 
dłykułu/, w 4 egzemplarzach no oddzielnych arkuszach i numerować kolejno, U góry każdej tabeli podać 
tytuł objaśniający. 

5. Artykuły należy nadsyłać w 4 egzemplarzach; powinny być dołączone do nich krótkie streszczenia w języku 
polskim, rosyjskim i angielskim /również w 4 egzemplarzach/. 

6. Artykuły powinny w zasadzie być podzielone logicznie no częici o w częici końcowej winny być sformuło-
wane wnioski. Tytułów rozdziałów nie należy podkreiloć. W miarę możnoSci unikoć podziału artykułu no 
oddzielnie zatytułowane częici. 

7. Rysunki powinny być nadsyłane w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz załączone oddzielnie 
w usztywnionej kopercie. Spisy rysunków zawierające teksty napisów pod rysunkami należy sporządzać 
oddzielnie /niezależnie od tekstu artykułów/, w 4 egzemplarzach. Rysunki nolei/ wykonywać no przezro-
czystej kalce drukarskiej. 

8. Fotografie powinny być ostre i wykonane na białym błyszczącym papierze fotograficznym. Numery foto-
grafii i powiększenie należy podawać na odwrocie - ołówkiem. Numeracją należy objąć rysunki i fotografie 
łącznie /nie stosować oddzielnej numeracji dla rysunków i oddzielnej dla fotografii/. 

9. Po zakończeniu artykułu należy podoi wykaz literatury, wymieniając kolejno nazwisko autora i pierwsze 
litery imion, pełny tytuł dzieła lub artykułu, tytuł czasopisma, nr tomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, 
ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu literatury winny być numerowane, w tekicie powołania no e. Ttury w 

. fiT. numer pozycji w nawiasach kwadratowych, np 

10. Słownictwo techniczne, jednostki miar, skróty najważniejszych oznaczeń wielkoici we wzorach itp. powin-
ny być zgodne z terminologią przyjętą przez Polskie Normy, Międzynarodowy Układ Miar/SI/ oraz z in-
nymi obowiązującymi przepisami. 

11. Maszynopis powinien być bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez Autora. Poprawek no 
stronie nie powinno być więcej niż 5. 

12. Redakcjo zastrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, niezbędnych skrótów, 
korekty stylistycznej itp. 

13. Fakt nadesłania procy do wydrukowania w "Moteriałach Elektronicznych" uważany jest za równoznaczny 
z oiwiodczeniem Autora, że proco nie była drukowano oni wysłano do drukowania w żadnym innym czoso-
piimie krajowym lub zagranicznym. 

14. Autorzy proszeni są o dokładne podawanie adresu i numeru telefonu celem łatwiejszego porozumiewania 
się i ewentualnego przesłania należnego honorarium. 
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WPM "WEMA". Warszawo 1977. Wyd. I. Nakl. 500+60 egz. Zam. 1592/76-Z/C 
Druk: Zakład Poligraficzny WPM "WEMA". Zam. 74/77 
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